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 要  旨 
 
現在、超伝導現象のエレクトロニクス分野への応用はSQUIDによる磁場検出、ス
イッチングデバイス、電圧標準など様々に期待されている。超伝導エレクトロニ
クスへ応用する場合に、その基本となる性質はジョセフソン効果である。ジョセ
フソン接合の一つであるYBa2Cu3O7-x（YBCO）ランプエッジ接合はRSJモデルの電圧
‐電流(I-V)特性が得られ、接合パラメータのばらつきが小さいなどの利点があ
り、高温超伝導デバイスとして有望である。 
この研究で扱うBi系高温超伝導体Bi2Sr2Can-1CunOy（BSCCO）の2212相（ｎ＝2）
の臨界温度(Tc)は85Kで、よく使われるYBCOよりも低い。しかしBi系薄膜は二次元
性が強く、またその固有接合はヒステリシスのあるI-V特性を示す。そしてコヒー
レンス長はYBCOがab面で1.6nmなのに対し、BSCCOは4.0nmと長く[1]、トンネル接合
を作製するのに困難な薄い絶縁層の作製が比較的容易になることが予測される。
そこで本研究ではBi2Sr2CaCu2Oyを用いたランプエッジ接合の作製を試みた。 
 
接合を作製するにあたり上部電極を堆積する際の下部電極の分解が心配され
る。そのためまずSrTiO3(STO)基板上に堆積温度を変えて薄膜を堆積し、その薄膜
のTc、結晶性を評価した。ヒーター電流値10.7A～10.9Aの範囲で堆積した薄膜は
Tcが60K以上で、45°グレインのない2212相単相の薄膜を得ることが出来た。 
 
 Bi系超伝導体における最適な界面改質条件を探るために界面エッチング条件、
アニール条件を変えて接合を作製した。界面エッチングの有無による違いをみる
ために作製した試料では界面エッチングを行った方のみ接合にゼロ電圧電流が流
れ界面エッチングには界面クリーニングの効果があることが分かった。アニール
時間を変えた試料ではゼロ電圧電流はアニール時間、素子ごとに異なる値を示し、
アニール時間は接合のIc値に大きく影響を及ぼさない可能性があることが分かっ
た。 
 アニール時間40分で作製した接合にゼロ電圧電流が流れ、フラックスフロー型
の特性が得られたが、素子の一部にはIcの磁場依存性が得られジョセフソン電流
が観察された。 
 
